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Исследовались структуры Al/SiO2/n-Si изготовленные на пластинах (100) 

монокристаллического кремния n-типа проводимости, выращенного методом 

Чохральского. Удельное сопротивление кремния — 4,5 Ом·см (КЭФ-4,5). Слой 

диоксида кремния толщиной 420 нм формировался термическим окислением при 

температуре 950 °C. Толщина SiO2 — 0,7 мкм. Площадь алюминиевой металлизации на 

SiO2 — 1,85×1,85 мм2. Структуры облучались ионами гелия с энергией 5 МэВ. Флюенс 

облучения варьировался от 1010 до 1012 см–2. Измерялись вольт-фарадные 

характеристики (ВФХ), зависимости импеданса Z = Z' + iZ'' от частоты переменного 

тока f, регистрировались спектры DLTS. Цель работы — исследовать влияние 

вводимых облучением высокоэнергетическими ионами дефектов кристаллической 

решетки кремния на импеданс структур Al/SiO2/n-Si. 
Установлено, что облучение ионами гелия приводит к росту в области частот 2–

500 кГц действительной части импеданса структур, находящихся в режиме обеднения. 

Компенсация легирующей примеси радиационными дефектами сопровождается 

снижением емкости структур в режиме глубокой инверсии. Методом спектроскопии 

DLTS подтверждено, что на формирование зависимостей импеданса от частоты 

переменного тока оказывает влияние увеличение плотности поверхностных состояний, 

вызванное облучением ионами гелия. Из зависимостей Аррениуса получены значения 

энергии ионизации глубоких уровней дефектов: пику Е1 соответствует уровень Ec − 
0,16±0,01 эВ, Е2 — Ec − 0,23±0,01 эВ, Е3 — Ec − 0,34±0,03 эВ, Е4 — Ec − 0,49±0,03 эВ. 

 
Рисунок 1. a) Зависимость действительной части импеданса от частоты переменного тока МОП-

структуры Al/SiO2/n-Si, облученной ионами гелия E = 5 МэВ, флюесном 1012 см–2. На вставке – ВФХ;  
b) Спектры DLTS исходных и облученных ионами гелия структур. Флюенсы облучения — на рисунке. 
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